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前言

本书收笔了，释然与惆怅并存。
3年多的努力终于有了结果。
完成了100多万字的书稿自然是一个庞大的工程。
但凡从事过类似工作的人，必与我有同感，如释重负。
这是释然的理由。
本人所学为凝固技术，凝固与晶体生长原理相通，本无界线。
近20年来一直对晶体生长的相关理论与技术抱有很大兴趣，并做了一些研究丁作，自觉有些体会。
因此，4年前动了写本书的念头，并制订了一个较为庞大的计划。
然而，动笔写作以后，才逐步体会到晶体生长原理的深奥、技术的复杂，同时也感到自我的肤浅。
另外，教学科研任务繁忙，难以集中精力。
庆幸没有放弃，边学边写。
虽然4年来，见缝插针，孜孜钻研，夜以继日，然而，完稿之时深感深度和广度不够。
许多内容自己的理解非常有限，纰漏必然难免。
因此惆怅。
本书的定位以技术为主，追求对工程应用起指导作用。
这样考虑的原因，首先是本人的工学背景，对于纯科学原理方面的内容把握不准，而且晶体生长原理
方面的著作国内外已有数本。
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内容概要

本书分4篇探讨晶体生长的原理与技术。
第一篇为晶体生长的基本原理，对晶体生长的热力学原理、动力学原理、界面过程、生长形态以及晶
体生长初期的形核相关原理进行论述。
第二篇为晶体生长的技术基础，分3章进行晶体生长过程的涉及传输行为(传质、传热、对流)、化学基
础问题(包括材料的提纯与合成问题)以及物理基础(电、磁、力的作用原理)的综合分析。
第三篇为晶体生长技术，分4章分别对以Bridgman法为主的熔体法晶体生长、以Czochralski方法为主的
熔体法晶体生长、溶液法晶体生长以及气相晶体生长技术与最新发展进行介绍。
第四篇分2章分别对晶体生长过程中缺陷的形成与控制和晶体的结构与性能表征方法进行论述。
    本书可供从事晶体生长的科研和工程技术人员阅读，也可作为该领域研究生的教学参考书。
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章节摘录

插图：溶液的基本构成包括溶剂、溶质、杂质元素，以及在某些特殊情况下添加的助溶剂。
在溶液法晶体生长过程中，溶剂是晶体生长的介质，溶质则是拟生长的晶体材料的组成元素。
首先使溶质以原子或分子状态分散于溶剂中，当其再次从溶液中析㈩时，通过控制析出条件可获得具
有一定结构、尺寸和性能的晶体。
杂质是除溶剂和溶质之外的其他元素，是由于原料纯度不足或工艺过程控制不当引入的，而助溶剂是
为了控制溶质元素的溶解特性而添加的附加元素。
对于某些溶解度很低、蒸汽压很高或含有易挥发元素的晶体材料，添加助溶剂可以控制溶质在溶剂中
的溶解度和稳定性。
溶液中各种组成元素的含量可以采用质量分数、摩尔分数或者其百分数表达，对此已经在第7章中作
了描述。
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编辑推荐
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